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ダイヤモンド中の NV センターは、高感度磁気センサーとしての応用が期待されており、単一

の NVセンターを用いた、ダイヤモンド基板外部の核スピン[1]や電子スピン[2]の検出が報告されて

いる。検出対象のスピンからの磁場は、NVセンターとの距離 rに対し、1/r
3となるため、ダイヤ

モンド基板の表面近傍に NVセンターを形成する必要がある。表面近傍の NVセンターは、深い

位置の NV センターと比較して、電荷状態（負に帯電した状態）が不安定であること、コヒーレ

ンス時間 T2が短い（磁場感度の低下）こと、また、低エネルギーでのイオン注入により NVセン

ターを形成する場合には、収率が低いことなど[3],[4]が報告されており、本研究においても同様の

傾向を確認している。磁気センサーとしての応用に向けては、上記のような問題を改善し、状態

の良い NVセンターを再現性良く形成することが必要になる。 

表面近傍に NV センターを形成し、その状態を評価するため、不純物窒素濃度のきわめて低い

（<1ppb）12
C濃縮 CVDダイヤモンド層[5]に、15

N
+イオンを 10keV以下の低エネルギーで注入し、

CFM測定及び ODMR測定を行った。加速エネルギーの異なる 3条件（3, 6.5, 10keV：SRIMによ

る 15
N

+の注入深さのシミュレーションで約 5, 10, 15nmに相当）での Hahn echo測定の結果を比較

すると、T2の値はエネルギーが小さくなるほど低下する傾向が得られ、10keV 以下の低エネルギ

ーイオン注入により NV センターを形成した他のグループからの報告例[6],[7]と同程度またはより

良い結果が得られている。T2の値にはばらつきが見られるのは、同じエネルギーでも窒素イオン

の注入深さに広がりがあるためと考えられ、深さ方向の分布は SRIM
[8]によるシミュレーション結

果からも確認される。 
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